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ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾌｧｸﾀｰ （注入法、１ｋＨｚ、１Ｖ、８Ω）
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前川有人（滋賀県米原市）

アンプ部回路図

電源部回路図
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本機は私の真空管ＯＴＬアンプ挑戦の二作目で、初のモノラル形式のアンプです。ＯＴＬ
第一作もサークロトロンでしたが、今回は電源電圧をかなり低く設定しました。出力段のグ
リッド電圧をプラスの領域まで使い、加えてドライブ段も出力参加するということで電源電圧
低下による出力減少分を補っています。ドライブ段には今ならＳＩＴと呼ばれる縦型ＦＥＴ、ソ
ニー２ＳＫ６０を起用しました。 この素子はデプレッション型ですので、アイドリング時にグ
リッド電圧が既にプラス領域になっている出力段との組み合わせに都合がよく、またゲート
に電流が流れない電圧ドライブとなりますので、ドライブ段へ電流を流し込むのが難しいフ
ローティング電源との相性も抜群です。

電圧増幅は東芝のＪ－ＦＥＴ、２ＳＫ３７２の差動＋６ＢＮ４Ａのカスコード回路の一段で出
力段をドライブしています。高ｇｍのＦＥＴを使い、充分なゲインを稼ぐことができました。
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6C41C低電圧ｻｰｸﾛﾄﾛﾝOTLｱﾝﾌﾟ 歪率特性（8Ω負荷）
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6C41C低電圧ｻｰｸﾛﾄﾛﾝOTLｱﾝﾌﾟ 周波数特性（8Ω負荷、1V出力時）

NFB無し

NFB = 24.03dB (位相補償素子無し)

NFB = 24.03dB (位相補償素子390p有り)
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6C41CｻｰｸﾛﾄﾛﾝOTLｱﾝﾌﾟ 出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ特性 （注入法、1Vrms）

NFB無し

NFB = 24.03dB


